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Descriere:

Inventia se refera la tehnologia de producere a semiconductorilor, in special la procedee de obtinere a
nanostructurilor semiconductoare.

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare prin decaparea electrochimica
a suprafetelor semiconductoare in solutii apoase de acizi, folosind in calitate de acid HF [1], HCI [2,3]1 sau
H,SO, [4]. Dezavantajul folosirii acestor solutii de decapare electrochimica este imposibilitatea obtinerii
nanostructurilor sub forma de nanocoloane, nanoace sau nanocreioane ascutite, deoarece rezultatul
decaparii electrochimice in aceste solutii este formarea structurilor poroase fara proeminente ascutite la
suprafata.

Problema pe care o rezolva inventia propusa constd in obtinerea pe suprafata semiconductorilor a
nanostructurilor sub forma de creioane ascutite, care sunt necesare la elaborarea dispozitivelor emitatoare
cu efect de camp.

Procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare constd in decaparea electrochimica a
suprafetelor semiconductoare. Noutatea inventiei constd in aceea cé decaparea electrochimica se efectueazi
cu aplicarea impulsurilor de tensiune Intr-o solutie cu urmatorul raport al componentelor:

H;PO, 10 ml

HNO; 10 ml

Na,Cr,0; 0...10 g

H,O 300 ml.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea nanostructurilor semiconductoare ascutite cu densitate si
dimensiuni controlate de concentratia sarii de crom si parametrii electrici de decapare.

Inventia se explica prin figurile 1 si 2, care reprezinta:

- fig 1, imaginea (luata la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic
intr-o solutie alcatuitd din 10 ml H;POy, 10 ml HNO;, 0,2 g bicromat de potasiu si 300 ml apa.

- fig 2, imaginea (luata la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic
intr-o solutie alcatuitd din 10 ml H;PO,, 10 ml HNO;, 3 g bicromat de potasiu si 300 ml apa.

Exemplu de realizare a inventiei

Suprafata (100) unei plachete de semiconductor n-InAs cu concentratia electronilor n=3x10"7 cm™ si
aria 5x5 mm” este supusi tratamentului electrochimic la temperatura camerei intr-o solutie alctuita din 10
ml H3PO,, 10 ml HNO;, 6 g bicromat de potasiu si 300 ml apa. Tratamentul electrochimic are loc prin
aplicarea impulsurilor de tensiune cu amplitudinea de 15 V, frecventa de 10 Hz si durata impulsului de 10
ps. in rezultatul decaparii electrochimice se obtin nanocreioane semiconductoare ascutite morfologia cirora
este aratata in figurile 1 si 2. Densitatea si dimensiunile creioanelor pot fi schimbate prin variatia para-
metrilor electrici de decapare si a concentratiei sarii de crom in solutia de decapare. De exemplu, daca
continutul bicromatului de potasiu in solutie este de 0,2 g, atunci se obtin nanocreioane cu densitatea de
1x10” cm? (figura 1), iar daca continutul bicromatului de potasiu in solutie este de 3 g, atunci se obtin

nanocreioane cu densitatea de 2x10° cm™ (figura 2).
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(57) Revendicare:

5 Procedeu de obtinere a nanostructurilor semiconductoare, care consta in decaparea electrochimica
a suprafetelor semiconductoare, caracterizat prin aceea ca decaparea electrochimica se efectueaza cu
aplicarea impulsurilor de tensiune intr-o solutie cu urmatorul raport al componentelor:

H3PO4 10ml

HNO; 10ml
10 Na,Cr,0; 0...10g

H,0 300 ml.

15
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